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Wrocław, dnia 19-04-2024. 

PORT/WZ/2024/05/00068  

                            Protokół z procedury o udzielenie zamówienia 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
ul. Stabłowicka 147,   54-066 Wrocław 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
Pomiary rozkładu pól elektrycznych w heterostrukturach AlGaN/GaN przy pomocy 

elektroodbicia 

                                                                 
II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Biuletynie Informacji 
Publicznej w dniu 15.04.2024r. 

III. Publikacja zapytania ofertowego. 
1) Data: 23.05.2024 r.  
2) Adres strony internetowej: - https://bip.port.org.pl,  

IV. Termin składania ofert: do 28.05.2024 r włącznie 
 

V. Wykaz złożonych ofert. 

 
 

VI. Wybór oferty. 
Nazwa  i adres Wykonawcy: - 
 
Uzasadnienie wyboru: - 
 

VII. Unieważnienie postępowania: Postępowanie zostaje unieważnione, 
ponieważ nie wpłynęły oferty do toczącego się postępowania. 
 

 
…………….………………………………………………… 

                                                   (Podpis osoby upoważnionej) 
Przygotowała: Anna Kaszuba  
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